Non-switching Class AB design

Skjemaet nedenfor viser delvis designet til Jager et al. [1] for a realisere et non-switching klasse AB
utgangstrinn. Styrestremmen fra inngangstrinnet kalles In. Utgangen (OUT) kommer fra
Darlington-utgangstransistorene Q4/Qs 0g Qs/Q7. Effekt-transistorene er Qs 0og Q7, mens driverne er
Q4 0g Qs. Ver oppmerksom pa at disse transistorene fungerer i vanlig felles emitter konfigurasjon.
Dette innebearer at utgangsimpedansen med apen slgyfe er ganske hgy. Det krever en ganske hay
apen-slgyfeforsterkning for a realisere en lav utgangsimpedans med lukket slgyfe. En kontrollslgyfe
er realisert av transistorene Q1-Qua.
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der:
Ic: Kollektorstrgm

Vee: Base-emitterspenning
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Is: Lekkstrgm

V1: Termisk spenning, Vr = kT/e

k: Boltzmann konstant: 1.3806-107* J/K
T: Absolutt temperatur [K]

e: Elementerladning: 1.602-107™" C

Fra ligning 2 has dermed:
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Fra ligning 1 og 3 kan vi dermed utlede:
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Siden Ici1 = I = Iref tilneermet, fas:
I Tey]
Vins = Vp In =2 = v, In €24 (5)
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som leder til uttrykket:
IzRef =lIcs Iy (6)
Vi kan anta at:
Lea=Tes = heg Iy 7

der hrg er transistorens strgmforsterkning, her antatt den samme for alle transistorer. Ved a
kombinere ligning 6 og 7, fas:
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Iy = hgg - IZRef = Iy =I5 = Iy \/hFE (8)

Det ses at funksjonen til Qi er a isolere Q¢ fra kontrollslgyfen. Dermed unngas termisk ’runaway’
og svitsjeforvrengning.

Stremforsterkningen Ioutr/Im for utgangstrinnet er tilneermet gitt av:

A= hi“E (9)

Kontrollslgyfen kan optimaliseres ved a tilfere en transistor til, transistoren Qo som vist i figuren
nedenfor. Na er kollektorstrgmmen til Q1 redusert med strgmforsterkningen. Sa ved a sette inn Iret =
Ico = heelc i ligning 4, has:
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Dette leder til:
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Ved a bruke ligning 7, kan vi skrive:
I, I
lfmz :Ic3'1c4:hLF:'Ic4 (12)
Da far vi uttrykket (sammenlign med ligning 8):
Loy = Ios = Ipet (13)
Som resultat er hvilestremmen til effekt-transistorene na gitt ved:
Iee = Ic; = hpplpe (14)

Kontrollslgyfen styrer na hvilestrammen til effekt-transistorene direkte ved hjelp av
referansestrgmmen Ief.
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